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14611: Die integrierte Teilschaltungsanordnung enthslt
fiinf identische, voneinander isolierte klein-
fléchige npn-Transistoren,

Es werden sehr gute elektrische Anpass und
sehr guter thermischer Gleichlauf durch un-
mittelbare Nachbarschaft auf einem Chip erreicht.
Die ITS8A ist fiir lineare Klelnsigna)verstirker—
zwacke geelignet.
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Iunktinnﬂhiagggiihgni

IAE16: Dile grierte Tellschaltungssnordaoung enthilt fiint
rnnla&ndar isolierte tpn—mizﬁnistﬂran. T3 bis T5

entaprechen den Tramnsistoren der ITE8A IA6M11.
™ und T2 sind gro Erlﬁaaiga npn-Transisteren, die
fiir Eollektorstrime bis 200 mA geeignet sind,

12617: Die ITSA IA617 nth!:u: vier elektrisch und thermisch
sehr gut ange p=Lateral- und einen pnp-
Eﬁhnurlttr:nn tur fn
Die Transistoren sind runninnndnr elektrisch iniliirt,
besitzen geringe Stroaverstir und einen
Fre bereich als konventionelle Transistoren.-

a einzeln geelgnet fir Nisderfrequenzvers
Gleighstromvorspannungserseugung oder Eleiuhnp-nnnnga-
B:g:lvlrnnhiuhuna
Substrattransistor (T5) besitzst bessere Btromver-
- und Frequense nechaften alse dis Lateral-
t:nnlii oren. Biin.lhlluk or~ auf Bubstratpobtential
b ! lﬂﬂ::E: den negativeten Potentlal der Bchaltung
wa .
ﬂnnhtih ist der Bubstrattransistor nur fir Emitter-

folgeranordnungen geelgnet,

Informationsblatt 20V=-ISA Beite 11



1a224: Die ITSA IA224 enthilt vier jowelils aum.u sehr
gub angepafite Gru diffundierter Widerstinde in

elner gemelnsamen taxievanne, Die Nominalwerte
liegen in binirer Reihe vor, so da@ durch Parellel-
oder Beriemschalt der Einzelwlderstinde eine

¢ Variabilitit des Gesamtwliderstandes von 508
is 3,6 k& gegeven ist,
Anschluff 8 1st an das negativate Potential und
Ansghlufl 9 an das pesitivste Pobential zu legen,
um die Isolation awischen den Widerstinden su

slehern,
IA2253 Die integrierte Tailscha)l sanordnung enthilt :
Jewells zwel identische An von diffundierten

und Pinchwiderstinden, die ils sebr gut an
6t sind, Die m_mimtai'rmuum m]m
J haben glaiche achatten wis die dexr ITEA
nur dad ein ho Widerstandswertebereich

moglich ist,
Der Pinchwiderstand verhiilt sich uur im niedrig
bereich ( soh kleiner 2V) linear, X
5 ¢, 35':': i nﬂf‘uﬁ’ Bi:m verhilt
sich dsr Pichwiderstand wie ein p-KanaloFiT, usd dex

Strom geht in Sdttigung Uber. |

Der fall {iber dem Pinghwiderstand wuf
kKleiner 6V sein, da bei n pr. der den
Pinchwiderstand blldende g durchbricht
(gleich dem Enitter-Basis ' bei npn-
Transisturen),

Die Anschlilsse 1 baw, 16 sind immer an das positivere
Potential im Vergleieh zum anderen Ende des Wider-
atandes zu Iam{"__l_hﬂ# die Einschniirung das Wider~

‘8 ist an das tivate FPobtentla) und An-
8¢ 9 an das positivste Potential zu ‘};gn. um die
_+¥molation swischen den Widerstinden zu s

Ioformationablatt 20-I84A Seite 12



Gprenzwerte: giltig fir den Betriebastemperaturbereich

Gesamtverjustleistung fir

gin ITSA-Bauelement Ptnt
(x),=25°C)
Sperrachichttemperatur qﬂh
Betriebstemperatur— Ja
bereich

pp-Translstorer

700 nW
125 °
70 %

Eollektor-Bausisspennung Uypa
Kollektor-Enitterspannunglagy
Emitter-Basisspannung Upps
Kollektorstrom Iﬂ
Baslisotrom IB

np=Transligtoren

Kollektor-Ba#fsspannung -Uspa
Kollektor-Emitterspannung~Ua.q
Enitter-Bagisspenmung ~Uppy
Emitteratrom II
Bagisstrom ; -IH
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14225 ! 9,0 mW
R2 16,0 mi
B3 29,0 il
Spapnunzsabfall
IA225 Ugy & '

Vbie ‘Inﬂu!tluiahung besieht sich auf eine Flichenbelasbtung
vori SW . .
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Eingelctrukbureleowent TNO%G,20 : . o
(kleinfléchiger npn-ITransisior)

18 o
VX
Kollestor-limibter-
/‘ sdgtigungaspannung
16 . /] in. Abhéingigkeit
UEE sal ' Ic'?rm.ﬂ. / von Kollektor-Bapis—
; o gbrooverhalinis wib
UCE sat0) dem Kollekterstrom als
14 %ﬂ:ﬂﬂﬂ'ﬁi[’ normiert aul
| 7 g
/ / 'IE = 10,
§ AR 20
1r2 . JF‘__..:-"/
e
10 lc=10mA |
10 20 30 40 50 80 70 100
\A gl
's
1]
o Eolliekto -.Emi +
Ve *10mA ektor Lter-
. YeEsat ¢ TER pa bt dgungsspasnuiy
g a5 : g em in Abhincigkelt von
UCE sat
12 dar Umgeunaatemperstur
: : mit dem EKollekbUursbGrom
PRy ; B =T als Paa Gexr normiext
.=:1. m f‘.’l'ﬁ'__....--' m‘a’ﬂ.a& -
ARl 3 et :ﬂﬂ’ ]E.m . ;
- mf'
06
g 10 20 30 «0 50 8°C70
Informotionstlatt Z20VLIBA Seite 26



Einzelstrukturclement THO4,20 (kleinflichiger npn-Transistor)
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Binzelstrukbturelement TNO4.20 (kleinflédchiger npn-Transistor)

400

MHz

350
300

250

\

200

150

'\\%UCE 10V

Ueg = 5V

Ueg=2V

100}

50

e

0
e

mA 10

Emitter-Basis=-Sperrachicht-
kapasitidt in Abhingigkeit
vor. der Sperrs ganuung
(gemessen in 16poligen
Dit=Plastgehiuse),

Hhersangﬂfﬁaquanu_ in

Abbinglgkelt wvom

Kot Aok s It e T-Spanhing
1lekto te

gls Paramebar

(Biwlntmﬁ?n

Informmtiensblatt 20V-IBA Bolt& ¥ . _
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